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Измерение длины диффузии LD в барьерном слое

(ZnS0.1Se0.9) гетероструктуры CdS/ZnSe/ZnS0.1Se0.9

с разрывами зон 2-го типа.

Цель работы

1) Вырастить структуры с одной квантовой ямой и с различной (100

нм, 310 нм, 500 нм, 715 нм, 915 нм, 1040 нм, 1250 нм) толщиной

верхнего (барьерного) слоя ZnS0.1Se0.9.

2) Измерить интенсивности люминесценции квантовых ям при

возбуждении выращенных гетероструктур излучением N2-лазера.

3) Рассчитать уравнение диффузии для данных гетероструктур при

различных значениях LD для излучения N2-лазера.

4) Сравнить экспериментальную зависимость изменения

интенсивности люминесценции квантовых ям с расчетными

кривыми, полученными при решении уравнения диффузии для

данных ГС при различных значениях LD.

План работы



Расчет длины диффузии неравновесных носителей заряда



Гетероструктура CdS/ZnSe/ZnS0.1Se0.9 с 

разрывами зон 2-го типа

hв.с.:

100 нм,

310 нм,

500 нм,

715 нм,

915 нм,

1040 нм,

1250 нм.

hб.с.≈500 нм



Сравнение расчета с экспериментом



Вывод

Длина диффузии LD в твердом растворе ZnS0.1Se0.9 составляет

около 0.6 мкм, что вполне достаточна для сбора неравновесных

носителей заряда не только из окружающих квантовых ям

барьерных слоев, но, а также их захвату в слабо накаченных

квантовых ямах при неоднородной накачке гетероструктуры со

многими квантовыми ямами, в частности при неоднородной

накачке активной области полупроводникового дискового лазера

(происходит выравнивание концентрации неравновесных

носителей по квантовым ямам).


